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onp-

Flachentransistor Mischstufe 2 MHz

Gleichstrom-MeBwerte, tomp = 25°C

Arbeitspunkt —Uce =6V, —Ic=05mA

Basisstrom —lg 6 pA
Basisspannung —Uge 150 mY
Reststrome

Collectorreststrom, —Ucp = 6 V —lcbo 25 < 10 nA
Emitter offen

Collectorreststrom, —Uck =8 Y —lek 10 < 30 wA
Emitter-Basis kurzgeschlossen

Collectorreststrom, —Ucg = 6 V —lceo 150 < 600 uA
Basis offen

Emitterrestsirom, —Ugg = 6 V —lebo 18 < 12 nA

Collector offen

Collector-Restspannung

Uceg = 0 bzw. Uce = Ugk
bei —lc = 5mA —UcErest 210 mY

Wechselstrom-MeBwerte, tomb = 25°C, —Ucg bzw. —Uce = 6V, —lc = 0,5 mA

a-Grenzfrequenz fal) 10" < 7 MHz
Stromverstarkungsfaktor, f = 1 kHz hte 90
Rauschzahl, foe = 1 MHz F2) 7 < 10 dB

Vierpolparameter, f — 1 kHz, Emitterschaltung

Eingangsleitwert Yie 0,2 0,07...1 mS
Avusgang kurzgeschlossen

Ricksteilheit Yre 0,2 0,1..1 us

Vorwdrtssteilheit Yie 18 16..19,5 mA/Y

Ausgangsleitwert Yoe 15 8..30 nS

Eingang kurzgeschlossen

1) f, ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Stromverstarkungsfaktor in Basisschaltung a auf das 0,7fache
seines Wertes bei 1 kHz abgesunken ist.

%) Gemessen in einer Mischstufe in Emitterschaltung mit U,y, = 250 mY und Leistungsanpassung zwischen
Transistor-Eingangswiderstand und Generator-Innenwiderstand. (Siehe auch TELEFUNKEN-R&hren-
mitteilung fir die Industrie 5707 23.)
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OC 613
Wechselstrom-MeBwerte, tomp = 25°C, —Uce =6V, —Ic = 0,5 mA
Mischstufe in Emitterschaltung, f = 2 MHz
Eingangsleitwert  yie = gie + jocie die 1.7 < 5 m$S
Ausgang kurzgeschlossen
wCje 2,5 06..5 mS
1
Eingangswiderstand e 0,6 > 02 kQ
Ausgang kurzgeschlossen Qie
Eingangskapazitat Cie 200 50...400 pF
Ricksteilheit Yre = Ore T [0Cre Ore 40 12,5...100 us
OCre 150 < 180 nS
Riickwirkungswiderstand ! 25 10...80 kQ
Ore
Rickwirkungskapazitéat Cre 12 < 14,5 pF
Yorwartssteilheit Yie = Yfe* eivfe Yfe 14 11..18 mA/[Y
Pfe —45 e
Ausgangsleitwert yoe = Joe + jwCoe Yoe 140 < 330 1S
Eingang kurzgeschlossen
©Coe 350 125...630 us
Ausgangswiderstand ! 7 > 3 kQ
Joe
Ausgangskapazitat Coe 28 10...50 pF
Eingang kurzgeschlossen
Basiswiderstand rBb 90 < 200 Q
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Grenzwerte, absolute Maxima
Spannung zwischen Collector und Emitter —Ucko
bei offener Basis

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uck
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke

Spannung zwischen Collector und Basis —Ucso
bei offenem Emitter

Spannung zwischen Emitter und Basis —Ueso
bei offenem Collector

Collector- + Emitter-Verlustleistung, Pc:E
tamb = 45°C, Betrieb in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur tj

max. Abmessungen

Farbpunkt

75 —= 40

Gewicht: max.1g

10

17

17

10

30

75

mW

°C
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